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BASIC-ABSTRACT: 

An N-channel MOS transistor operating as a switch has its drain (d) connected 
to a positive supply (U) , and its source (5) to a load (L) whose other pole is 
earthed. The transistor gate (g) is polarised by the voltage appearing across | 
a capacitor (C) connected between supply (U) and load (L) , as regulated by a 
resistor-zener (R,Z) chain. 

When the transistor is not conducting, the capacitor charges to virtually the 
supply voltage via the load and a series diode. If a small trigger voltage is 
applied to the transistor gate, conduction starts and, as the load voltage 
rises, the capacitor voltage adds to it, turning the transistor rapidly on The 
extent of turn-on is controlled to meet load characteristic needs by the 
resistor-zener chain, and may be further modified by substituting a 
resistor-capacitor chain to handle, for example, high starting peaks or surges. 

USE/ADVANTAGE - Diode-capacitor combination provides necessary turn-on for 
N-channel transistors when used with earthed-load circuits, and is particularly 
applicable to motor vehicle flasher system. 
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@ Circuit da commutation par un transistor MOS CANAL N. 



G37) Llnvention concern© un circuit da commutation dune 
dwge L refiee a la masse par un transistor MOS CANAL N. 

La circuit salon rnvermon est caracterise par te fart que Is 
grBte g du tra n sis tor est afimentea per fintermeaaare dun 
condensateur c refie a la source a dudit transistor, one diode D 
etant interposed entre tedrt condensateur c et rafimentstion 
positive +U dudft transistor. 

Application a rindustne automobile. 
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Circuit de ocmmitaticp par un transistor MPS CANAL N 

L f invention mnrapme un circuit de ocnmitation d f une charge reliSe a la " 
masse par un transistor MOS CANAL N. 

5 

Pour les coDnnutations de forte puissance, an ootrmait des syst&nes a relais 
^QectrcmScanijcpes qui peuvent assurer de par Xeur diBBpgi o pp gngn t un trds 
ban pouvair de coqpure. NSanroins, il past leur fitre reprochg tore vulnSra- 
hilitS vis-a-vis des prcbl&nes de court-circuit. D 'autre part, to duree 
10 de vie est insuffisante et souvent al€atoire. 

Les progres technologiques et €canondgues rfaents c a nsla tfe sur les semi- 
o on fl uc teurs de puissance autorisent leur utilisation dans les applications 
Industrie! 3 es> Ces progres se sont parti ml i ftrement manifestos sur les 
15 transistors MOS CANAL N. 

L'inventicai vise a pP T i i utt r e 1 'utilisation de transistors MOS CANAL N en 
tenant cenpte des co nrnT ta ti c n s de charges normalenent connect§es I la masse 
pour les q u e lles des transistors MOS canal P sont plus appropri£s min encore 
20 trap coQteux, et en assurartt la protection totale vis a vis des court-circuits . 

A cet effet, le circuit selo n l f invention est caract£ris§ par le fait que la 
grille du transistor est alimentge par 1'intennSdiaire d'un oandensateur re- 
li§ a la source dudit transistor, une diode etant interposSe entre ledit can- 
25 densateur et 1 'alimentation positive dudit transistor, 

L'invention sera bien cmyri.se a la lecture de la description sirLvante faite 
en se r fefiScan t au dessin annexe dans leguel: 

30 - la figure 1 est un ^Th^rm d'un transistor MOS CANAL N. 

- la figure 2 est une oourbe de variation de 1' intensity drain -source (X ds) 
en fraction de la tension grille-source { V g s ) . 



35 



- la figure 3 est un schema d'un circui t de comutation ne o onrorta nt pas 
les caractfoistiqnes de l'inventian, et 
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- les figures 4,5 et 6 sent des edtikaas §lectriques de diverses variantes 
du circuit salon 1' invention. 

Une representation d'un transistor MDS canal N qui fait apparaltre la 
5 source ( s ), le drain ( d ) , et la grille ( g ). 

Sur la grille spparait la tension Vgs grille-source (figure 2) n&essaire 
a la ccnnandB du transistor. On not er a que cette tension perxnet de faire 
fenctionner le transistor en rtgulateur de oourant puisqu'il exLste une 
10 relation oannue entre Ids et Vgs. 

U en dScoule ggaleroent que si ce transistor est utilis£ pour oenmater 
une charge cannect£e & la masse ( figure 3 ) , il sera nScessaire d'appli- 
quer & la grille une tension de oomnande supgrieure £ la te n si on d'alimen- 
15 tation du systfime. 

une roJ^H"" peu couteuse est appartSe par le sch&a de la figure 4 utili- 
sant un mnflpnFftt****' C et une diode D. 

20 Dans la phase nan conraxt£e, le canripnsatfnTr C est charge" S. travers la 

diode C et la charge L. Lorisqu'une tension sup&ieure & 4 volts est appli- 
qu6e sur la grille, le transistor cc emen ce & oonduire et il s'Stablit une 
616vation de imgj"n sur la charge L. Celle-ci est transn&se S la grille 
par I'intemgdiaire du ccndpnsatpvn: C. 

25 

Le jfefaariBne s , accentue jusqu'I obtenir une saturation ccnpl&te du transi- 
stor- A ce stale, la tension sur la grille est ggale a environ 2U. 

II va de soi que ce syst&ne ne peut §tre utilis§ que dans les applications 
30 oQ la connot ation est cyclique car il est nSo es sa ir e de recharger p&io- 
diquanen t le H n ryk a Ti c fv*" 0 * Tr> pour cenpenser sa d§charge nalgr§ l v inp§dance 
£Lev& du transistor MDS. 

Dans ce node de conmande, la tension Vgs n f £tant pas limitie, le courant 
35 que peut fournir le transistor est maximal. 
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Si nous limLtons cette ftmsinn Vgs & tme valeur Vgsl, cxirrespondant au 
oourant Idsl n§cessaixe a V application, par une resistance R et une diode 
zener Z (figure 5 ) r larsqu , apparait une surcharge en L, la tension aux 
bornes de L diminue. Du m&ne coup, la tension transmise par 2e condensa- 
5 teur dbadnue et la polarisation Vgs €galement« Oeci canstitue une auto- 
r frynlation du syst&ne de consultation* 

Si un court-cdrcuit franc est appliquS en L, la tension aux bornes de L 
s'annule ainsi que la tension Vgs et le transistor se dfisamorce. 

10 

Ce schema single n'est valable que pour des charges r£sistives car, dans 
oe cas, 11 est aise de determiner le couranL nScessaire a* 1 'utilisation 
naxmale* 

15 Dans le cas de connotation de lances ou de moteurs, 11 apparait un courant 
de pcdnte tr6s inpartant a la raise sous tension. Dans oe cas, le o ou r an t 
de limitation du syst&ie ne peut §tre determine & partir de oe seul ele- 
ment car la protection serait alors illusoire. 

20 Le schema de la figure 6 propose d titre d'exenple un dispositif de oonmande 
du transistor dans lequel la tension Vgs varie selon una loi telle que le 
courant de limitation du transistor soit trfe voisin a\ tout instant du courant: 
n€cessaire au ban frH i rrt icHii i HiHt iL de la charge. 

25 An dSbut de la ccmmitatian, le conaensateur d est d&hargg, la resistance 
Rl est done shuntSe par la resistance R3. 

Ia tension Vgs prend done une valenr du pant diviseur forme par R2,R1 et R3. 

30 Apr§s charge du oandensateur d, cette tension prend la valeur du pant Rl 
et R2. 

Ces deux valeurs de pant dSterndnent la valeur du courant ^iHai (de pointe) 
et la valeur du courant etabli* 
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La oanstante de tenps de oette variation dgpend des valeurs de CI, Rl, 
R2 et R3. 

L f invention s'applique par exenple & une centrale de clignotenent pour 
vQiicule autonribile. 
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Beve n d i cat i on s 

1. - Circuit de connotation d'une charge (L) relife & la masse par un 
transistor MDS CANAL N, caract§ris6 par le fait que la grille (g) da 
transistor est alimenoge par l'intenogdiaire d'un ooadepsateur (c) 
reli€ & la source (s) audit transistor, rue diode (D) 6tant interpos§e 

5 errtre ledit oondensateor (c) et 1' alimentation positive (+ IT) Audit 
transistor* 

2. - Circuit selon la revendicatiota 1, caract§ris§ par le fait qu'une 
resistance ( R ) et une diode Zener ( Z )soaot interposSes entre la 

10 grille ( g ) du transistor et les bornes Aud i t condensateur ( C )• 

3. - Circuit selon la r e ven di catian 1, caract§rLs§ par le fait qu'un 
pent diviseur ( Bl, R2, B3 ) avec un second condensateur { CL ) est 
interpose entre la grille (g) da transistor et les bornes Audit 

15 oanrtpnsRtTtTr ( C ) . 



